Prenent com a referencia el circuit seguent es demana:

Veo=40V
é R1=5 Ohm |
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e Calcul de la resisténcia R2 necessaria per a que amb la forma d’ona donada per a Vi el

transistor funcioni en commutacio (saturacio i tall).
e Calcul de la potencia mitja dissipada pel transistor

e Calcul de la resisténcia térmica del disipador suposant una temperatura ambient maxima
de 40 °C.

NOTA: Suposem per fer un primer calcul aproximat que Vcesat = 0.5V

*MAXIMUM RATINGS

2N3055A MJ15015
Rating Symbol MJ2955A | MJ15016 Unit
Collector—Emitter Voltage VcED 60 120 Vdc s 200
Collector-Base Voltage Veeo 100 200 Vdc =
o
Collector—Emitter Voltage Base VeEy 100 200 Vdc = R \
Reversed Biased % 150
Emitter-Base Voltage VEBQO 7.0 Vdc g \ MJ15015
o )
Collector Current — Continuous e 15 Adc g \ MJ15018
100
Base Current Ig 7.0 Adc E
] —
Total Device Dissipation @ T = 25°C P 15 180 Watts g ]
Derate above 25°C 0.65 1.03 Wi=C E IN3I05EA
= 50 eheusan
Operating and Storage Junction Ty Tatg —651t0 +200 “C = IMJ 28554
Temperature Range Z I
g ~

THERMAL CHARACTERISTICS

(=]

[=1

25 50 75 100 126 180 176 200

Characteristic Symbol Max Max Unit
T, CASE TEMPERATURE (°C)

Thermal Resistance, Junction to Case Raic 1.52 0.98 e
*Indicates JEDEC Registered Data. (2N3055A) Figure 1. Power Derating
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1) Calcul de R2.

Si s’aplica Kirchoff a la malla de sortida:

Vec=R2 - Ic+ VCEsat

40V -0.5V
ICsat: Vee —Veesge 2 ~794
Ri 50

Amb aquest valor de Ic, anem a les corbes caracteristiques per obtener un valor més exacte.
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Podem comprobar que el valor de Vcesat val aproximadament 1.4V

40V — 14V _
50

7.724

El valor de VBEsat s’obté de la mateixa grafica perd amb una corba diferent
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El valor obtingut és aproximadament Vgesat =2.25 V

Per calcular el valor de R2 s’ha de tenir en compte la seglent expressio hee * B > Ic (condicio de

saturacid)
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Com es pot comprobar s’ha triat la temperatura de funcionament de 25°C per asegurar que el
transistor entra en saturacié des-de el moment que s’aplica el voltatge.

El valor de hggsat = 15

. 49V-2.5 , ,
RZ2 <15- ===, R2<4.86 Q El valor més proper és 4.7 Q
Vi-Vgg _ 5V-225V
El valor Ib real: Ib=—— Ibsqe = —,——— = 0.5854

2) Calcul de la potencia dissipada.
Pon = Vcesat - Icsat + Vbesat - IBsat = 1.4V - 7.72A + 2.25V - 0.585A = 12.124 W

Aquesta poténcia només s’aplica Durant el temps ton

30usS
30usS + 20us

Ton

———— = 12.124W -
Ton+Toff

Pmitjﬂ{an} = Pmax(on) - = 7.274W

Per a el calcul de Poff s’ha d’anar a la seguent corba:
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La corba ens diu que per a una polaritat inversa de Vbe = 0.2 Vi a una temperatura de la unié de

150 °C la intensitat que circula per Ic val 20 uA.
Port = lcori. Veeor = 20UA-40V = 0.8 mW (800 -10°W)

Com es pot comprovar aquesta poténcia es pot considerar menyspreable comparada amb les

altres dues.

Calcul de la potencia de commutacio:

1
Pcom = . Vee - Iemax - (tr + tf) - f

El valor de tr s’obté de la seglent corba:
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El valor de tr és aproximadament 2.1 uS

El valor de tf s’obté de la seguent corba:

2N3055A MJ15015 MJ2955A MJ15016
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El valor de tf és aproximadament 2.1 uS

La frequéncia de commutacio ve donada per F = 1/T = 1/(ton+toff)

1/ 50 uS = 20000 Hz = 20 kHz

1
Pcom = . 40V - 7.72A- (2.1uS + 2.1uS) - 20000Hz = 4323 W



El valor total de la potencia mitja dissipada al transistor:

Pmitja(total) = Pon+Poff+Pcom =12.124W+0.0008W+4.323W = 16.4478W

3) Calcul del radiador
SENSE RADIADOR
Tj

Rthj - ¢

Ptot @ Tc

Rthc - a

Ta

Si suposem aquest model del transistor, podem calcular directament el valor Rthc_a doncs el
alter valor Rthj_c ja ho dona el fabricant del transistor en les caracteristiques basiques.

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic Symbol Max Max Unit

Thermal Resistance, Junction to Case RgJc 1.52 0.98 *CIW

* Indicates JEDEC Registered Data. (2N3055A)
Tj —Ta = (Rthj. + Rthc,) - Pdisipacid

Tj — Ta  125°C — 40°C c °C
Rthj, = —1.52°— = 3.648 —

Rthe, = 16.447W P w

Pdisipacid

CASE 1-07
TO-204AA
(TO-3)

NPN
2N3055A




TABLA 2 - RESISTENCIAS TERMICAS. CONTENEDOR-DISIPADOR

Tipo contenedor W o mds pasta S:: m mis mm
de silicona de gilicona

N.1 i 1 07 = =
N.2 TO.126 1.4 1 2 15
N.3 TO.220 08 0.5 1.4 1.2
N. 4 TO.202 0.8 0.5 1.4 1.2
N.§ TO.152 0.8 0.5 14 1.2
N.6 TO.90 05 0.3 1,2 09
N.7 TO.3 plistico 0.4 0.2 1 0,7
N. 89 TO.88 1.2 0.7 2,1 1.5
N. 10 TO.117 2 1,7 — —
N. 11 SOT.48 1.8 15 —_ o
N. 12-13 DIA 4L 1,1 0,7 - -
N. 14 'I'Dﬁ ] ] 0.A5 L&

N. 18 TO.3 0,25 0,12 0.8

Si es vol continuar I'exercici, hem de pasar al seguent model:

AMB RADIADOR

on Rthc_a = Rthc_r + Rthr_a
Segons la taula per TO-3

Rthc_r = 0.25 °C/W (contacte directe sense mica)

Rthc_r = 0.12 °C/W (contacte directe amb pasta de silicona)

Suposant el segon cas:

Rthr_a = Rthc_a — Rthc_r = 3.648°C/w — 0.12 °C/W = 3.528 °C / w



